
VOま0
(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

777241

(10) 国際公開番号
(43) 国際公開曰

2013 年 6月 27 日（27.06.2013) WO 2013/094570 A1
W 画P O P C T

(51) 国際特許分類： (81) 指定国 （表示のない限 り、全ての種類の国内保
G06F 3/041 (2006.01) G06F 3/044 (2006.01) 護が可肯 ) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
G02F 1/133 (2006.01) BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,

CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
(21) 国際出願番号： PCT/JP20 12/082701 FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
(22) 国際出願曰： 2012 年 12 月 17 日（17. 12.2012) IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,

LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
(25) 国際出願の言語： 日本語 MY, ML, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,

PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL,(26) 国際公開の言語： 日本語
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,

(30) 優先権データ： US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
寺I頭 201 1-280168 201 1年 12 月 2 1 曰（21. 12.201 1) JP

(84) 指定国 （表示のない限 り、全ての種類の広域保
(71) 出願人 （米国を除 く全ての指定国について）： 護が可肯巨）：ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,

シャープ株式会社 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) ML, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ュ一ラシ
[JP/JP]; 〒5458522 大阪府大阪市阿倍野区長池町 ァ （AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ョ一ロッパ
2 2畨 2 2号 Osaka (JP). (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HR, HU, IE, IS, ΓΓ , LT, LU, LV, MC, MK, MT,発明者；および NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI出願人（米国についてのみ)：美崎 克紀 (MISAKI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
Katsunori). NE, SN, TD, TG).
代理人：川上 桂子，外（KAWAKAMI Keiko et aL); 添付公開書類：
〒5300004 大阪府大阪市北区堂島浜 1 丁目 4 番
1 6 号 アクア堂島西館 インテリクス国際特 一 国際調査報告 （条約第 2 1条(3))
許爭務所 Osaka (JP).

(54) Title:

(54) 発明の名称 ：タツチパネルおよびタツチパネル付き表示装置

(57) Abstract: A connguration oi a touch panel having high sensitivity i s obtained. A touch panel (\) i s provided with: an insulating
substrate (10); a first light blocking section formed in the first direction; a second light blocking section formed in the second direc
tion intersecting the first direction; a plurality of first island-like electrodes ( 110) disposed in the first direction; a plurality of second
island-like electrodes (120) disposed in the second direction; a first metal film (141), which i s in contact with the first island-like
electrodes ( 110), and whicn i s formed in the first direction; a second metal film (152), which i s in contact with the second island-like
electrodes (120), and which i s formed in the second direction; and an insulating film (152), which i s formed at an area where at least
the first metal film (15 1) and the second metal film (152) intersect in planar view, and which insulates the first metal film (15 1) and
the second metal film ( 1 2) ：from each other.

(57) 要約：
[続葉有]



れ膜沿向にと
感沿、たにつ1
前複沿度てつ51

記数形のつて25
第}高の成て形2
形第をいさ成1
相方れ成がタ2さ
互平向た島さッれ

にれ状第面チにた
铯沿視パ電た第1
「緣極金第ネにつ

す属ルてお2遮（

ふ配金膜のい1
絶置属構て2
縁は膜成交さ01
；膜れ差を4

たすと11守】¾；1、るる5
5数前箇と2

複第前にとフ
』コと記数έ、_1
お複少の成島

わ状第数なさ
ぇ.電ォく
る極第、島と

前状も2
る言電島
第記極状第は1

フ-Ρ、C一
極金絶11
金縁属と1
属膜、べ性01
前八膜のロ2
つ記基にol
て板第接51
形に25し1 (

方成接}て11
さ向、ぉoし
れ前にておよ

た沿記、びよと
第第第7、つ--
記第第て221
配金方第遮21
置金属方光向2

属膜方向部にさ

。タツチパネル （1 )



明 細 書

発明の名称 ：タツチパネルおよびタツチパネル付き表示装置

技術分野

[0001 ] 本発明は、タツチパネルおよびタツチパネル付 き表示装置に関 し、より詳

しくは、静電容量方式のタツチパネルおよびタツチパネル付 き表示装置に関

する。

背景技術

[0002] 静電容量方式のタツチパネルは、多点検出が可能である等、実用性が高 く

、近年普及が進んでいる。

[0003] タツチパネル付 き表示装置の構成 として、表示装置を構成する基板にタツ

チパネルの機能を持たせたインセル （ί n c e l l ) 型 タツチパネルの構

成が知 られている。インセル型タツチパネルは、構成部材が少な く、薄型化

高透過率化に有利である。

[0004] 特開 2 0 1 - 7 5 8 0 9 号公報には、液晶が 2 枚の無色透明な基材に挟

まれ、カラ一表示のための力ラ一フィルタ層を一方の基材の内面側に有する

構造の液晶表示/ 《ネルであって、該カラ一フィルタ層を有する基材 と該カラ

—フィルタ層 との間に、静電容量式タツチパネルを有することを特徴 とする

液晶表示/ くネルが記載されている。

発明の開示

[0005] 静電容量方式のタツチパネルは、絶縁性の基板 と、格子状に形成されたセ

ンサ電極 とを備える。タツチパネルはこれ らの電極 と、タツチパネルに近接

した指等 との間に形成される静電容量の変化に基づいて、指等の位置を検出

する。

[0006] これ らのセンサ電極は、表示装置の表示領域 と重ねて形成される。そのた

め通常、 これ らのセンサ電極は、酸化インジウムスズ （I T O ： I n d i u

m T i n O x i d e ) 酸化ィンジゥ厶亜鉛 ( I Z 0 ： I n d i u m

i n c O x i d e ) 等の透明導電膜により形成される。透明導電膜は、



金属等と比較すると導電率が低い。センサ電極は、観察者から視認されにく

くするために、薄く形成される必要がある。センサ電極が薄く形成されれば

、センサ電極の電気抵抗は高くなる。

[0007] したがって、タツチパネルを大型化 した場合、感度の低下が問題となる。

[0008] 本発明の目的は、感度の高いタツチパネルの構成を得ることである。

[0009] ここに開示するタツチパネルは、絶縁性の基板と、第 1方向に沿って形成

された第 1遮光部と、前記第 1方向と交差する第 2 方向に沿って形成された

第 2 遮光部と、前記第 1方向に沿って配置された複数の第 1 島状電極と、前

記第 2 方向に沿って配置された複数の第 2 島状電極と、前記複数の第 1 島状

電極に接 して、前記第 1方向に沿って形成された第 1金属膜と、前記複数の

第 2 島状電極に接 して、前記第 2 方向に沿って形成された第 2 金属膜と、少

なくとも前記第 1 および第 2 金属膜が平面視において交差する箇所に形成さ

れ、前記第 1 および第 2 金属膜を相互に絶縁する絶縁膜とを備える。前記第

金属膜は、前記第 1遮光部と平面視において重畳 し、前記第 1金属膜の幅

は前記第 1遮光部の幅よりも狭く、前記第 2 金属膜は、前記第 2 遮光部と平

面視において重畳 し、前記第 2 金属膜の幅は前記第 2 遮光部の幅よりも狭く

、前記第 1 および第 2 島状電極は、透明導電膜で形成されている。

[001 0] 本発明によれば、感度の高いタツチパネルの構成が得られる。

図面の簡単な説明

[001 1] [ 図1] 図 1 は、本発明の一実施形態にかかるタツチパネル付き表示装置の概略

構成を示す断面図である。

[図2] 図 2 は、本発明の第 1 の実施形態にかかるタツチパネルの概略構成を示

す部分破断図である。

[図3] 図 3 は、図 2 におけるA —A ' 線、 B — B ' 線、 C —C ' 線、 D — D '

線、および E — E ' 線の各線に沿った断面図である。

[図4六] 図 4 八は、本発明の第 1 の実施形態にかかるタツチパネルの構成から

、基板、ブラックマ トリクス、および平坦化膜のみを抜き出して示 した平面

図である。



[ 図4B] 図 4 B は、図 4 A の構成 に、 さ らにX 電極、 Y 電極、 および端子を加

えて示 した平面図である。

[ 図4C] 図 4 C は、図 4 B の構成 に、 さ らに配線の一部 を加えて示 した平面図

である。

[ 図4D] 図 4 D は、図 4 C の構成 に、 さ らに絶縁膜 を加えて示 した平面図であ

る。

[ 図4E] 図 4 E は、図 4 D の構成 に、 さ らに配線の一部 を加えて示 した平面図

である。

[ 図4F] 図 4 F は、図 4 E の構成 に、 さ らに保護膜 およびカラ一フィル タを加

えて示 した平面図である。

[ 図4G] 図 4 G は、図 4 F の構成 に、 さ らに共通電極 を加えて示 した平面図で

あ り、本発明の第 1 の実施形態 にかかるタツチパネルの平面図である。

[ 図5A] 図 5 A は、本発明の第 1 の実施形態 にかかるタツチパネルの製造方法

を説明するための断面図である。

[ 図5B] 図 5 B は、本発明の第 1 の実施形態 にかかるタツチパネルの製造方法

を説明するための断面図である。

[ 図5C] 図 5 C は、本発明の第 1 の実施形態 にかかるタツチパネルの製造方法

を説明するための断面図である。

[ 図5D] 図 5 D は、本発明の第 1 の実施形態 にかかるタツチパネルの製造方法

を説明するための断面図である。

[ 図5E] 図 5 E は、本発明の第 1 の実施形態 にかかるタツチパネルの製造方法

を説明するための断面図である。

[ 図5F] 図 5 F は、本発明の第 1 の実施形態 にかかるタツチパネルの製造方法

を説明するための断面図である。

[ 図5G] 図 5 G は、本発明の第 1 の実施形態 にかかるタツチパネルの製造方法

を説明するための断面図である。

[ 図6] 図 6 は、本発明の第 2 の実施形態 にかかるタッチパネルの概略構成 を示

す部分破断図である。



[ 図7 ] 図 7 は、図 6 における A — A ' 線、 B — B ' 線、 C — C ' 線、 D — D '

線、 および E — E ' 線の各線 に沿 った断面図である。

[ 図8 ] 図 8 は、本発明の第 3 の実施形態 にかかるタツチパネルの概略構成 を示

す部分破断図である。

[ 図 9 ] 図 9 は、図 8 における A — A ' 線、 B — B ' 線、 C — C ' 線、 D — D '

線、 および E — E ' 線の各線 に沿 った断面図である。

[ 図 10 ] 図 1 0 は、本発明の第 4 の実施形態 にかかるタツチパネルの概略構成

を示す部分破断図である。

[ 図 11] 図 1 1 は、図 1 0 における A — A ' 線、 B — B ' 線、 C — C ' 線、 D

- D ' 線、 および E — E ' 線の各線 に沿 った断面図である。

[ 図 12A] 図 1 2 A は、本発明の第 4 の実施形態 にかかるタツチパネルの構成か

ら、基板、 ブラックマ 卜リクス、平坦化膜 および一部の配線 を抜 き出 して示

した平面図である。

[ 図 12B] 図 1 2 B は、図 1 2 A の構成 に、 さ らに絶縁膜 を加えて示 した平面図

である。

[ 図 12C] 図 1 2 C は、図 1 2 B の構成 に、 さ らに X 電極、 Y 電極 および端子を

加えて示 した平面図である。

[ 図 12D] 図 1 2 D は、図 1 2 C の構成 に、 さ らに配線の一部 を加えて示 した平

面図である。

[ 図 13 ] 図 1 3 は、本発明の第 5 の実施形態 にかかるタツチパネルの概略構成

を示す部分破断図である。

[ 図 14] 図 1 4 は、図 1 3 における A — A ' 線、 B — B ' 線、 C — C ' 線、 D

- D ' 線、 および E — E ' 線の各線 に沿 った断面図である。

[ 図 15A] 図 1 5 A は、本発明の第 5 の実施形態 にかかるタツチパネルの構成か

ら、基板、 ブラックマ トリクス、平坦化膜、 X 電極、 Y 電極、端子および一

部の配線 を抜 き出 して示 した平面図である。

[ 図 15B] 図 1 5 B は、本発明の第 5 の実施形態 にかかるタツチパネルの構成か

ら、一部の配線 を抜 き出 して示 した平面図である。



[ 図 16] 図 1 6 は、本発明の第 6 の実施形態にかかるタツチパネルの概略構成

を示す部分破断図である。

[ 図 17] 図 1 7 は、図 1 6 における A — A ' 線、 B — B ' 線、 C — C ' 線、 D

- D ' 線、および E — E ' 線の各線に沿った断面図である。

[ 図 18] 図 1 8 は、本発明の他の実施形態にかかるタツチパネル付き表示装置

の概略構成を示す断面図である。

[ 図 19] 図 1 9 は、本発明の第 7 の実施形態にかかるタツチパネルの概略構成

を示す部分破断図である。

[ 図20] 図 2 0 は、図 1 9 における A _ Α ' 線、 B — B ' 線、 C — C ' 線、 D

- D ' 線、および E — E ' 線の各線に沿った断面図である。

発明を実施するための形態

[001 2 ] 本発明の一実施形態にかかるタツチパネルは、絶縁性の基板 と、第 1 方向

に沿って形成された第 1 遮光部 と、前記第 1 方向と交差する第 2 方向に沿つ

て形成された第 2 遮光部 と、前記第 1 方向に沿って配置された複数の第 1 島

状電極 と、前記第 2 方向に沿って配置された複数の第 2 島状電極 と、前記複

数の第 1 島状電極に接 して、前記第 1 方向に沿って形成された第 1 金属膜 と

、前記複数の第 2 島状電極に接 して、前記第 2 方向に沿って形成された第 2

金属膜 と、少な くとも前記第 1 および第 2 金属膜が平面視において交差する

箇所に形成され、前記第 1 および第 2 金属膜を相互に絶縁する絶縁膜 とを備

える。前記第 1 金属膜は、前記第 1 遮光部 と平面視において重畳 し、前記第

金属膜の幅は前記第 1 遮光部の幅よりも狭 く、前記第 2 金属膜は、前記第

遮光部 と平面視において重畳 し、前記第 2 金属膜の幅は前記第 2 遮光部の

幅よりも狭 く、前記第 1 および第 2 島状電極は、透明導電膜で形成されてい

る （第 1 の構成）。

[001 3 ] 上記の構成によれば、複数の第 1 および第 2 島状電極に接 して、それぞれ

、第 1 および第 2 金属膜が形成されている。 これにより、第 1 および第 2 島

状電極の電気抵抗を低 くし、感度を高 くすることができる。第 1 および第 2

金属膜は、それぞれ、第 1 および第 2 遮光部 と平面視において重畳するよう



に形成されている。さらに、第 1 および第 2 金属膜の幅は、それぞれ、第 1

および第 2 遮光部の幅よりも狭 く形成されている。これにより、反射率の高

い金属膜が、観察者に視認されない。また、表示装置の開口率を低下させな

い。

[0014] 上記第 1 の構成において、前記第 1 および第 2 遮光部は、前記基板上に形

成され、前記第 1 および第 2 遮光部、ならびに前記基板を覆って形成された

平坦化膜をさらに備える構成とすることができる （第 2 の構成）。

[001 5] 上記第 1 または第 2 の構成において、前記複数の第 1 島状電極は、前記第

1 方向において、相互に繋がっている構成とすることが好ましい （第 3 の構

成）。

[001 6] 上記の構成によれば、複数の第 1 島状電極は、第 1 金属膜によって接続さ

れているのに加えて、第 1 島状電極同士が繋がっている。このような冗長構

造とすることにより、信頼性を高め、歩留まりを向上させることができる。

[001 7] 上記第 1 〜第 3 のいずれかの構成において、前記第 1 金属膜は、前記第 1

島状電極より上層で、かつ、前記絶縁膜より下層に形成され、前記第 2 金属

膜は、前記第 2 島状電極および前記絶縁膜より上層に形成されている構成と

することができる （第 4 の構成）。

[001 8] 上記第 1 〜第 3 のいずれかの構成において、前記第 1 金属膜は、前記第 1

島状電極および前記絶縁膜より下層に形成され、前記第 2 金属膜は、前記第

島状電極および前記絶縁膜より上層に形成されている構成とすることがで

きる （第 5 の構成）。

[001 9] 上記第 1 〜第 3 のいずれかの構成において、前記第 1 金属膜は、前記第 1

島状電極および前記絶縁膜より上層に形成され、前記第 2 金属膜は、前記第

島状電極および前記絶縁膜より下層に形成されている構成とすることがで

きる （第 6 の構成）。

[0020] 上記第 1 〜第 6 のいずれかの構成において、前記第 1 島状電極および前記

第 1 金属膜の少なくとも一方と接 して、前記第 1 遮光部と平面視で重畳する

箇所に、前記第 1 遮光部より狭い幅で形成された第 3 金属膜をさらに備える



ことが好ましい （第 7 の構成）。

[0021 ] 上記の構成によれば、第 1金属膜と第 3 金属膜との冗長構造とすることに

より、信頼性を高め、歩留まりを向上させることができる。

[0022] 上記第 1 〜第 7 のいずれかの構成において、前記第 2 島状電極および前記

第 2 金属膜の少なくとも一方と接 して、前記第 2 遮光部と平面視で重畳する

箇所に、前記第 2 遮光部より狭い幅で形成された第 4 金属膜をさらに備える

ことが好ましい （第 8 の構成）。

[0023] 上記の構成によれば、第 2 金属膜と第 4 金属膜との冗長構造とすることに

より、信頼性を高め、歩留まりを向上させることができる。

[0024] 上記第 1 〜第 8 のいずれかの構成において、前記絶縁膜は、前記第 1 およ

び第 2 島状電極を覆って形成され、前記第 1 島状電極と前記第 1金属膜と、

および前記第 2 島状電極と前記第 2 金属膜と、の少なくとも一方を接続する

ための開口部を有する構成とすることができる （第 9 の構成）。

[0025] 上記第 1 〜第 9 のいずれかの構成において、前記第 1 および第 2 金属膜の

少なくとも一方と同一材料で形成された配線をさらに備えることが好ましい

(第 1 0 の構成）。

[0026] 上記の構成によれば、前記第 1 および第 2 金属膜の一方と、配線とを同一

工程で作製することができる。そのため、製造工程を簡略化できる。

[0027] 上記第 1 0 の構成において、前記配線と接 して、前記配線と平面視におい

て重畳する箇所に形成された透明導電膜をさらに備えることが好ましい （第

の構成）。

[0028] 上記の構成によれば、配線と透明導電膜との冗長構造とすることにより、

信頼性を高め、歩留まりを向上させることができる。

[0029] 上記第 1 0 または第 1 1 の構成において、前記配線と電気的に接 して、前

記配線と異なる層に形成された第 5 金属膜をさらに備えることが好ましい （

第 1 2 の構成）。

[0030] 上記の構成によれば、配線と第 5 金属膜との冗長構造とすることにより、

信頼性を高め、歩留まりを向上させることができる。



[0031 ] 上記第 1 〜第 1 2 のいずれかの構成において、カラ一フィルタ層をさらに

備える構成とすることができる （第 1 3 の構成）。

[0032] 上記第 1 3 の構成において、前記絶縁膜は、前記第 1方向の幅が前記第 2

遮光部の幅よりも小さい、または、前記第 2 方向の幅が前記第 1遮光部の幅

よりも小さい構成とすることが好ましい （第 1 4 の構成）。

[0033] 第 1 および第 2 金属膜、ならびに絶縁膜が形成された箇所にカラ一フィル

タ層を形成すると、カラ一フィルタ層の厚さが変化 し、色味が変化 してしま

う。 しかし、上記の構成によれば、これらはすべて、第 1 または第 2 遮光部

と重畳する箇所に形成されているので、カラ一フィルタ層の色味の変化は、

観察者に視認されない。そのため、平坦化のための膜を別途形成する必要が

なくなり、製造工程を簡略化することができる。

[0034] 本発明の一実施形態にかかるタツチパネル付き表示装置は、上記第 1 〜第

1 4 のいずれかの構成のタツチパネルと、前記タツチパネルに形成された共

通電極と、前記タツチパネルに対向して配置された薄膜 トランジスタ基板と

、前記タツチパネルおよび前記薄膜 トランジスタ基板に挟持された液晶とを

備える （タツチパネル付き表示装置の第 1 の構成）。

[0035] 上記タツチパネル付き表示装置の第 1 の構成において、前記薄膜 卜ランジ

スタ基板は、酸化ィンジゥ厶ガリゥ厶亜鉛を含む酸化物半導体層を有するこ

とが好ましい （タツチパネル付き表示装置の第 2 の構成）。

[0036] 酸化インジウムガリウム亜鉛は、電子移動度が大きく、特性のばらつきが

小さい。酸化インジウムガリウム亜鉛を用いることによって、タツチパネル

付き表示装置を大型化、高精細化することができる。

[0037] [実施の形態]

以下、図面を参照 し、本発明の実施の形態を詳 しく説明する。図中同一ま

たは相当部分には同一符号を付 してその説明は繰り返さない。なお、説明を

分かりやすくするために、以下で参照する図面においては、構成が簡略化ま

たは模式化 して示されたり、一部の構成部材が省略されたりしている。また

、各図に示された構成部材間の寸法比は、必ずしも実際の寸法比を示すもの



ではない。

[0038] [ 全体の構成 ]

図 1 は、本発明の一実施形態にかかるタツチパネル付 き表示装置 8 の概略

構成 を示す断面図である。 タツチパネル付 き表示装置 8 は、 タツチパネル 1

と、薄月莫卜ランジスタ ( T F T : T h i n F i l m T r a n s i s t o

r ) 基板 8 1 と、偏光板 8 2 および 8 3 と、シール材 8 4 と、液晶 8 5 とを

備えている。

[0039] タツチパネル 1 とT F T 基板 8 1 とは、互いに対向 して配置されている。

タツチパネル 1 および T F T 基板 8 の周縁部 には、シール材 8 4 が形成 さ

れてお り、内側 に液晶 8 5 が封入されている。 タツチパネル 1 および T F T

基板 8 1 の、外側の面には、それぞれ偏光板 8 2 および 8 3 が配置されてい

る。

[0040] タツチパネル 1 は、詳 しい構成は後述するが、静電容量方式のタツチパネ

ルであ り、絶縁性の基板 1 0 、センサ電極群 （X 電極 1 1、 Y 電極 1 2 等）

を備えている。 X 電極 1 1 および Y 電極 1 2 は、格子状 に形成 されている。

X 電極 1 1 および Y 電極 1 2 は、基板 1 0 を挟んで近接 した指等 との間に静

電容量を形成する。 タツチパネル 1 は、 この静電容量の変化に基づいて、指

等の位置を検出する。

[0041 ] タツチパネル 1 は、 さらに、 プラックマ トリクス 1 0 1 、 カラ一フィルタ

7 、共通電極 1 8 等を備えている。

[0042] T F T 基板 8 は、絶縁性の基板 8 と、画素電極 8 2 と、図示 しな

い T F T とを備えている。画素電極 8 2 および T F T は、基板 8 1 にマ

卜リクス状 に配置されている。 T F T と して、 アモル ファスシ リコン層や酸

化物半導体層等を有するものを用いることができるが、酸化物半導体層、特

に、酸化インジウムガ リウム亜鉛 （I G Z O または I Z G O ) を含む酸化物

半導体層を用いることが好ま しい。 I G Z O は電子移動度が大 きく、特性の

バラつきが小さい。そのため、 タツチパネル付 き表示装置 8 の大型化や高精

細化に有利である。



[0043] タツチパネル付き表示装置 8 は、 T F T 基板 8 1 のT F T を駆動 して、任

意の画素電極 8 2 と共通電極 1 8 との間に電界を生成する。この電界によ

つて、液晶 8 5 の配向が変化する。偏光板 8 3 側から入射 した光は、偏光板

8 3 によって、特定の方向に偏光 している。液晶 8 5 に入射 した光の偏光方

向は、液晶 8 5 の配向によって変化する。そして、特定の方向に偏光 した光

のみが、偏光板 8 2 を透過する。

[0044] このようにして、タツチパネル付き表示装置 8 は、任意の画素電極 8 1 2

において、光の透過 非透過を制御することができる。画素電極 8 1 2 を透

過 した光は、カラ一フィルタ 1 7 によって着色される。複数の色、例えば赤

、緑、青のカラ一フィルタ 1 7 を規則的に配置 しておくことにより、加法混

色によって様々な色を表示することができる。ブラックマ トリクス 1 0 1 は

、画素電極 8 1 2 が形成されている箇所以外の箇所からの光を遮光 して、コ

ン トラス 卜を向上させる。

[0045] 以上のように、本実施形態にかかるタツチパネル付き表示装置 8 は、液晶

表示装置のいわゆるカラ一フィルタ基板に、タツチパネルのセンサ電極群を

作り込んだ、ィンセル型のタツチパネル付き表示装置である。

[0046] [ タッチパネルの構成]

[ 第 1 の実施形態]

以下、タツチパネル 1 の構成について詳 しく述べる。図 2 は、本発明の第

の実施形態にかかるタツチパネル 1 の、概略構成を模式的に示す部分破断

図である。図 3 は、図 2 におけるA —A ' 線、 B —B ' 線、C —C ' 線、 D

- D ' 線、 E —E ' 線の各線に沿った断面図である。タツチパネル 1 は、基

板 1 0 、ブラックマ 卜リクス 1 0 1、平坦化膜 1 0 2 、 X 電極 1 1、 Y 電極

1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、配線 1 4 0 ~ 1 4 4 、絶縁膜 1 5 1 ， 1 5 2 、

保護膜 1 6 、カラ一フィルタ 1 7 、および共通電極 1 8 を備えている。

[0047] タツチパネル 1 は、図 2 に示すように、表示領域 V と、それ以外の額縁領

域とを有する。センサ電極であるX 電極 1 1 およびY 電極 1 2 は、表示領域

V に形成されている。



[0048] X 電極 1 1 および Y 電極 1 2 は、配線 1 4 1 ~ 1 4 4 等を介 して、基板 1

0 の端部付近に形成された端子 1 3 1 ， 1 3 2 と電気的に接続されている。

なお、端子 1 3 0 および配線 1 4 0 は、 X 電極 1 1 および Υ 電極 1 2 のいず

れとも接続されていない。 これ らは、電磁 ノイズを遮蔽するシール ド線 とし

て機能する。端子 1 3 0 ~ 1 3 2 は、図示 しない F P C ( F l e x i b l e

P i n t e d C i r c u i t ) 等 を介 して、駆動回路 と接続される。

[0049] 図 4 A は、タツチパネル 1 の構成か ら、基板 1 0 、 ブラックマ トリクス 1

0 1 、および平坦化膜 1 0 2 のみを抜 き出 して示 した平面図である。図 4 A

に示すように、 ブラックマ トリクス 1 0 1 および平坦化膜 1 0 2 は、基板 1

0 の上に形成されている。なお以下では、図 4 A の左右方向をX 方向、図 4

A の上下方向をY 方向と呼んで参照する。

[0050] ブラックマ トリクス 1 0 1 は、第 1 遮光部 1 0 1 a 、第 2 遮光部 1 0 1 b

、および第 3 遮光部 1 0 1 c か ら構成されている。

[0051 ] 表示領域 V においては、 X 方向に沿 って形成された複数の第 1 遮光部 1 0

a と、 Y 方向に沿 って形成された複数の第 2 遮光部 1 0 1 b とが、格子状

に形成されている。第 1 遮光部 1 0 1 a と第 2 遮光部 1 0 1 b とは、それ ら

によって囲まれた、それぞれの矩形領域が、表示装置 8 の単位画素に相当す

るように形成されている。

[0052] 表示領域 V 以外の額縁領域においては、一様な遮光部 1 0 1 c が形成され

ている。

[0053] ブラックマ トリクス 1 0 1 の全体、および基板 1 0 の一部を覆 って、平坦

化膜 1 0 2 が形成されている。

[0054] 図 4 B は、図 4 A の構成に、さらにX 電極 1 1 、 Y 電極 1 2 、および端子

3 0 3 2 を加えて示 した平面図である。図 4 B に示すように、 X 電極

および Y 電極 1 2 は、平坦化膜 1 0 2 の上に形成されている。端子 1 3

0 3 2 は、平坦化膜 1 0 2 および基板 1 0 にまたがって形成されている

[0055] X 電極 1 1 は、 X 方向に沿 って配置された複数の島状電極 1 1 0 か ら構成



されている。同様に、 Y 電極 1 2 は、 Y 方向に沿 って配置された複数の島状

電極 1 2 0 か ら構成されている。複数の島状電極 1 1 0 は、 X 方向に互いに

繋がっている。一方、島状電極 1 2 0 は、それぞれ離散 して配置されている

[0056] 端子 1 3 1 および 1 3 2 は、基板 1 0 の端部近傍か ら、 X 電極 1 1 および

Y 電極 1 2 の近傍 まで細長に形成されている。端子 1 3 1 とX 電極 1 1 とは

繋がっているが、端子 1 3 2 と丫電極 1 2 とは繋がっていない。以下では、

端子 1 3 1 および 1 3 2 のうち、平面視において第 3 遮光部 1 0 1 c と重畳

している部分を、それぞれ延在部 1 3 a および 1 3 2 a と呼んで参照する

[0057] 図 4 C は、図 4 B の構成に、さらに配線 1 4 0 ~ 1 4 2 を加えて示 した平

面図である。図 4 C に示すように、配線 1 4 は、 X 電極 1 1 および端子 1

3 1 の延在部 1 3 a の上に形成されている。配線 1 4 2 は、端子 1 3 2 の

延在部 1 3 2 a の上に形成されている。配線 1 4 0 は、端子 1 3 0 および平

坦化膜 1 0 2 の上に形成されている。

[0058] 配線 1 4 は、延在部 1 3 a に重畳 して形成されている。配線 1 4 は

さらに、表示領域 V において、 X 方向に沿 ってX 電極 1 1 の複数の島状電極

0 に接 して形成されている。配線 1 4 は、表示領域 V においては、平

面視において第 1 遮光部 1 0 1 a と重畳するように形成され、かつ、第 1 遮

光部 1 0 1 a より狭い幅に形成されている。

[0059] 配線 1 4 2 は、延在部 1 3 2 a に重畳 して形成されている。配線 1 4 1 と

は異な り、配線 1 4 2 は、 Y 電極 1 2 等へは接続されていない。

[0060] 図 4 D は、図 4 C の構成に、さらに絶縁膜 1 5 1 および 1 5 2 を加えて示

した平面図である。図 4 D に示すように、絶縁膜 1 5 は、平坦化膜 1 0 2

、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、 4 0 4 2 の上に形成されている。絶縁膜

1 5 2 は、平坦化膜 1 0 2 、 X 電極 1 1 、配線 1 4 の上に形成されている

[0061 ] 絶縁膜 1 5 は、平面視において第 3 遮光部 1 0 1 c と重畳する部分に形



成されている。絶縁膜 1 5 は、配線 1 4 0 ， 4 2 を完全に覆っており、

また、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 および配線 1 4 1 の一部も覆っている。絶縁膜 1

5 は、配線 1 4 0 ~ 1 4 2 を、製造プロセス等で用いられる薬品等から保

護するために形成される。

[0062] 絶縁膜 1 5 には、配線 1 4 へ接続するためのコンタク 卜ホール 1 5

a 、および配線 1 4 2 へ接続するためのコンタク 卜ホール 1 5 b が形成さ

れている。

[0063] 絶縁膜 1 5 2 は、配線 1 4 と、後述する配線 1 4 3 (図4 D には不図示

) とが交差する部分に形成されている。絶縁膜 1 5 2 は、配線 1 4 の一部

と、X 電極 1 1 の一部とを覆って形成されている。

[0064] 図 4 E は、図4 Dの構成に、さらに配線 1 4 3 および 1 4 4 を加えて示 し

た平面図である。図4 E に示すように、配線 1 4 3 は、絶縁膜 1 5 および

配線 1 4 の上に形成されている。配線 1 4 4 は、絶縁膜 1 5 1， 1 5 2 、

Y 電極 1 2 の上に形成されている。

[0065] 配線 1 4 3 は、絶縁膜 1 5 に形成されたコンタク 卜ホール 1 5 1 a を介

して、配線 1 4 と接触 している （図 3 の E —E ' 線に沿った断面図を参照

) 。また、表示領域 V において、配線 1 4 と一部重畳 して形成されている

。配線 1 4 3 は、表示領域 V においては、平面視において第 1遮光部 1 0 1

a と重畳するように形成され、かつ、第 1遮光部 1 0 1 a より狭い幅に形成

されている。

[0066] 配線 1 4 4 は、絶縁膜 1 5 に形成されたコンタク 卜ホール 1 5 1 b を介

して、配線 1 4 2 と接触 している （図 3 のD —D ' 線に沿った断面図を参照

) 。配線 1 4 4 はさらに、表示領域 V において、絶縁膜 1 5 2 の上を経由し

て、 Y 電極 1 2 の複数の島状電極 1 2 0 に接するように形成されている。配

線 1 4 4 は、表示領域 V においては、平面視において第 2 遮光部 1 0 1 b と

重畳するように形成され、かつ、第 2 遮光部 1 0 1 b より狭い幅に形成され

ている。

[0067] 図 4 F は、図4 E の構成に、さらに保護膜 1 6 およびカラ一フィルタ 1 7



を加えて示 した図である。図 4 F に示すように、保護膜 1 6 は、平坦化膜 1

0 2 、 X 電極 1 1、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、配線 1 4 0 ~ 1 4 4

の上に形成 されている。 X 電極 1 1、 Y 電極 1 2 、配線 1 4 0 ~ 1 4 4 は、

保護膜 1 6 に完全に覆われている。端子 1 3 0 ~ 1 3 2 は一部は保護膜 1 6

に覆われ、一部は保護膜 1 6 に覆われずに露出 している。

[0068] カラ一フィルタ 1 7 は、保護膜 1 6 によって平坦化された面の上に、一定

の厚 さで形成 されている。 カラ一フィルタ 1 7 は、表示領域 V に形成 されて

いる。 カラ一フィルタ 1 7 は、規則的に配置された複数の赤色着色材 1 7

、緑色着色材 1 7 2 、青色着色材 1 7 3 か ら構成 されている。赤色着色材 1

7 と緑色着色材 1 7 2 と、緑色着色材 1 7 と青色着色材 1 7 3 と、青色

着色材 1 7 3 と赤色着色材 1 7 とのそれぞれの境界は、平面視でプラック

マ トリクス 1 0 1 の第 2 遮光部 1 0 1 b と重なるように形成 されている。

[0069] なお、 カラ一フィルタ 1 7 の構成は任意であ り、他の色の組み合わせや、

4 色以上の着色材を備えていても良い。 また、本実施形態では、赤色着色材

1 7 1 、緑色着色材 1 7 2 、青色着色材 1 7 3 が縞状 に配列 した構成 を例示

したが、配置方法も任意である。

[0070] 図 4 G は、図 4 F の構成 に、 さらに共通電極 1 8 を加えて示 した平面図で

あ り、 タツチパネル 1 の平面図である。図 4 G に示すように、共通電極 1 8

は、保護膜 1 6 およびカラ一フィルタ 1 7 の上に、ほぼ全面に形成 されてい

る。

[0071 ] [ タツチパネル 1 の製造方法 ]

以下、図 4 A 〜図 4 G、および、図 5 A 〜図 5 G を参照 して、 タツチパネ

ル 1 の製造方法を説明する。なお、図 5 A 〜図 5 G は、図 2 におけるA —A

，線、 B — B ' 線、 C —C ' 線、 D — D ' 線、 E — E ' 線の各線 に沿 った断

面図である。

[0072] まず、図 4 A および図 5 A に示すように、基板 1 0 上にブラックマ トリク

ス 1 0 1 および平坦化膜 1 0 2 を形成する。基板 1 0 は、例えば、 ガラス基

板である。



[0073] ブラックマ トリクス 1 0 1 としては、クロム等の低反射金属、または黒色

樹脂を用いることができる。ここでは、黒色樹脂を用いることが好ましい。

後述するように、ブラックマ トリクス 1 0 1 の上層にセンサ電極群 （X 電極

1 、 Y 電極 1 2 等）が形成される。ブラックマ 卜リクス 1 0 1 として黒色

樹脂を用いれば、センサ電極群に形成される静電容量に影響を与えない。

[0074] 黒色樹脂は、例えば、アクリル樹脂、ノポラック樹脂等を含むフォ トレジ

ス トに、黒色顔料を分散させたものである。フォ トレジス トは、感光すると

現像液に対する溶解性が減少するポジ型、および感光すると現像液に対する

溶解性が増大するネガ型の、どちらでも良い。

[0075] 基板 1 0 の全面に、スピンコ一タまたはスリットコ一タによって、黒色樹

脂を均一に塗布する。塗布する黒色樹脂の厚さは、特に限定されないが、例

えば0 . 1 ~ 2 . 0 mである。黒色樹脂を塗布後、フォ トリソグラフィに

よるパターニングを行って、ブラックマ トリクス 1 0 1 を形成する。

[0076] 続いて、ブラックマ トリクス 1 0 1 の全体および基板 1 0 の一部を覆って

、平坦化膜 1 0 2 を形成する。平坦化膜 1 0 2 は、例えばアクリル樹脂であ

る。平坦化膜 1 0 2 は、スピンコ一タまたはスリットコ一タによって形成す

ることができる。このとき、メタルマスク等を用いて、基板 1 0 の端部には

平坦化膜 1 0 2 を形成 しないようにする。平坦化膜 1 0 2 の厚さは、プラッ

クマ トリクス 1 0 1 の厚さ以上であれば良い。

[0077] 次に、図4 B および図 5 B に示すように、基板 1 0 および平坦化膜 1 0 2

上に、X 電極 1 1、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 を形成する。まず、基

板 1 0 および平坦化膜 1 0 2 上に、スパッタリングまたはC V D ( C h e m

i c a I V a o D e o s i t i o n ) 法により、一様な透明導電

膜を形成する。透明導電膜は、例えば I T Oや I Z 0 である。透明導電膜の

厚さは特に限定されないが、例えば 1 0 ~ 5 0 n mである。

[0078] 基板 1 0 および平坦化膜 1 0 2 上に形成 した透明導電膜を、フォ トリソグ

ラフィによりパターニングする。具体的には、X 電極 1 1、 Y 電極 1 2 、端

子 1 3 0 ~ 1 3 2 を形成する箇所にフォ 卜レジス 卜によるマスクを形成する



。そして、残部をエッチングにより除去する。エッチング方法は任意である

が、例えば、シユウ酸または燐酸/ 酢酸/ 硝酸の混酸等を用いることができ

る。

[0079] パターニングの終了後に、 2 0 0 ~ 2 5 0 °Cの温度範囲でァニールを行う

。このァニールで、アモルファスであった透明導電膜 （X 電極 1 1 、 Y 電極

1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 ) が多結晶化する。

[0080] 次に、図 4 C および図 5 C に示すように、配線 1 4 0 ~ 1 4 2 を形成する

。まず、スパッタリングまたは蒸着により、基板 1 0 、平坦化膜 1 0 2 、 X

電極 1 1 、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 を覆って、全面に金属膜を形成

する。金属膜は、例えばA I 等の低抵抗金属の膜である。金属膜は、下層や

上層との密着性、および耐食性を向上させるため、複数の金属を積層させた

構造とすることが好ましい。例えば、M o N b 、 A し およびM o N b をこ

の順で積層させた膜を用いることができる。金属膜の厚さは、特に限定され

ないが、例えば 0 . 3 ~ 1 . O mである。

[0081 ] 基板 1 0 の全面に形成 した金属膜を、フォトリソグラフィによりパター二

ングする。具体的には、配線 1 4 0 ~ 1 4 2 を形成する箇所にフォ卜レジス

卜によるマスクを形成する。そして、残部をエッチングにより除去する。ェ

ツチング方法は任意であるが、例えば、燐酸/ 酢酸/ 硝酸の混酸等を用いる

ことができる。

[0082] 次に、図 4 D および図 5 D に示すように、絶縁膜 1 5 1 および 1 5 2 を形

成する。絶縁膜 1 5 および 1 5 2 として、有機系絶縁体、および無機系絶

縁体のどちらを用いても良い。

[0083] 絶縁膜 1 5 および 1 5 2 として、有機系絶縁体を用いる場合について説

明する。有機系絶縁体は例えば、アクリル樹脂、ノポラック樹脂等を含むフ

オトレジス 卜である。基板 1 0 の全面に、スピンコ一タまたはスリットコ一

夕によって、フ才卜レジス 卜を均一に塗布する。絶縁膜 1 5 は、既述のよ

うに配線 1 4 0 ~ 1 4 2 等を保護するためのものであり、厚い方が好ましい

。フォトレジス トの厚さは、特に限定されないが、例えば 1 . 5 3 . 0 µ .



mである。

[0084] 基板 1 0 の全面に形成したフォ トレジス トを、フォ トリソグラフィによつ

てパターニングして、絶縁膜 1 5 1および 1 5 2 を形成する。このとき、コ

ンタク卜ホール 1 5 a および 1 5 b も形成する。

[0085] 絶縁膜 1 5 および 1 5 2 として、無機系絶縁体を用いる場合について説

明する。無機系絶縁体は例えば、S ί N、 S ί 0 2、 S i O N等である。基板

1 0 の全面に、C V Dによってこれらの物質からなる均一な無機膜を形成す

る。この場合も、無機膜の厚さは厚い方が好ましく、配線 1 4 0 ~ 1 4 2 の

厚さの2 倍以上であることが好ましい。

[0086] 基板 1 0 の全面に形成した無機膜を、フォトリソグラフィによりパター二

ングする。具体的には、絶縁膜 1 5 および 1 5 2 を形成する箇所にフ才卜

レジス卜によるマスクを形成する。そして、残部をエッチングにより除去す

る。このとき、コンタク卜ホール 1 5 a および 1 5 b も形成する。エツ

チング方法は任意であるが、例えば、フッ素系ガスを用いたドライエツチン

グを用いることができる。

[0087] 次に、図4 Eおよび図 5 E に示すように、配線 1 4 3 および 1 4 4 を形成

する。まず、スパッタリングまたは蒸着により、基板 1 0 、平坦化膜 1 0 2

、 X 電極 1 1、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、配線 1 4 1、絶縁膜 1 5

1および 1 5 2 を覆って、全面に金属膜を形成する。金属膜は、配線 1 4 0

~ 1 4 2 を形成する際に用いた素材と同じ素材を用いても良いし、異なる素

材を用いても良い。金属膜として、例えば、M o N b 、 A し およびM o N

b をこの順で積層させた膜を用いることができる。金属膜の厚さは、特に限

定されないが、例えば0 . 3 ~ 1 . O mである。

[0088] 基板 1 0 の全面に形成した金属膜を、フォ トリソグラフィによりパター二

ングする。具体的には、配線 1 4 3 および 1 4 4 を形成する箇所にフォトレ

ジス卜によるマスクを形成する。そして、残部をエッチングにより除去する

。エッチング方法は任意であるが、例えば、燐酸/ 酢酸/ 硝酸の混酸等を用

いることができる。なおこの際、配線 1 4 がエッチングされないように、



エッチング時間を調整する。

[0089] 次に、図 4 F および図 5 F に示すように、保護膜 1 6 およびカラ一フィル

タ 1 7 を形成する。

[0090] 保護膜 1 6 は、基板 1 0 のほぼ全面を覆って形成される。保護膜 1 6 は、

例えばアクリル樹脂である。保護膜 1 6 として、 S i N 、 S i 0 2、 S i 0 N

等の無機物の膜を形成 し、その上にさらにァクリル樹脂等の膜を形成 したも

のを用いても良い。無機物の膜は、例えばC V D によって形成することがで

きる。アクリル樹脂等の膜は、例えば、スピンコ一タまたはスリットコ一タ

によって形成することができる。このとき、メタルマスク等を用いて、基板

0 の端部には保護膜 1 6 を形成 しないようにして、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 の

—部を露出させる。保護膜 1 6 の厚さは、特に限定されないが、例えば、 1

. 5 ~ 3 . O ITI である。

[0091 ] 続いて、保護膜 1 6 上に、カラ一フィルタ 1 7 を形成する。カラ一フィル

タ 1 7 として、顔料または染料を、樹脂等に分散または溶解させた着色材を

用いることができる。カラ一フィルタ 1 7 の形成は、例えばフォトリソダラ

フィによるパターニングを、繰り返 し行うことによって形成する。具体的に

は、まず、赤色の着色材を、スリットコ一タまたはスピンコ一タ等によって

、保護膜 1 6 上に均一に塗布する。その後、パターニングを行って、赤色着

色材 1 7 1 を形成する。以下、この工程を繰り返 して緑色着色材 1 7 2 、青

色着色材 1 7 3 を形成する。

[0092] カラ一フィルタ 1 7 は、インクジェット法によって形成することもできる

。具体的には、まず、赤色の着色材と溶媒等との混合組成物を、インクジェ

ッ卜により保護膜 1 6 上の所定の箇所に塗布する。その後、溶媒の乾燥、硬

化、焼成等を行って、赤色着色材 1 7 を形成する。以下、この工程を繰り

返 して緑色着色材 1 7 2 、青色着色材 1 7 3 を形成する。

[0093] 最後に、図 4 G および図 5 G に示すように、共通電極 1 8 を形成する。共

通電極 1 8 は、例えば、 I T Oや I Z O等の透明導電膜である。保護膜 1 6

およびカラ一フィルタ 1 7 を覆って、基板 1 0 のほぼ全面に、スパッタリン



グまたはC V D により、一様な共通電極 1 8 を形成する。このとき、メタル

マスク等を用いて、基板 1 0 の端部には共通電極 1 8 を形成 しないようにし

て、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 等と接触 しないようにする。共通電極 1 8 の厚さは

特に限定されないが、例えば、 1 0 ~ 5 0 n mである。

[0094] 以上、本発明の第 1 の実施形態にかかるタツチパネル 1 の構成、および製

造方法を説明 した。

[0095] 本実施形態にかかるタツチパネル 1 の構成によれば、配線 1 4 が、X 電

極 1 1 の複数の島状電極 1 1 0 に接 して形成されている。また、配線 1 4 4

が、 Y 電極 1 2 の複数の島状電極 1 2 0 に接 して形成されている。これによ

り、X 電極 1 1 およびY 電極 1 2 の導電性を高め、感度を向上させることが

できる。

[0096] また、配線 1 4 は、表示領域 V においては、ブラックマ トリクス 1 0 1

の第 1遮光部 1 0 1 a と平面視において重畳 し、第 1遮光部 1 0 1 a の幅よ

りも狭 く形成されている。配線 1 4 4 は、表示領域 V においては、ブラック

マ トリクス 1 0 1 の第 2 遮光部 1 0 1 b と平面視において重畳 し、第 2 遮光

部 1 0 1 b の幅よりも狭 く形成されている。これにより、配線 1 4 および

1 4 4 は、観察者から視認されない。また、表示装置 8 の開口率を低下させ

ない。

[0097] 本実施形態では、図4 B に示すように、X 電極 1 1 を構成する複数の島状

電極 1 1 0 および端子 1 3 は、連続 して一体的に形成されている。すなわ

ち、X 電極 1 1 と端子 1 3 は、それら自身で電気的に接続されている。複

数の島状電極 1 1 0 、および端子 1 3 は、これに加えてさらに、配線 1 4

によって電気的に接続されている。また、配線 1 4 3 が、配線 1 4 1 に一

部重畳 して形成されている。このような冗長構造とすることにより、低抵抗

化できるとともに、配線の信頼性を高め、歩留まりを向上させることができ

る。

[0098] 本実施形態では、図4 C に示すように、表示領域 V 以外の額縁領域におい

て、配線 1 4 1 および 1 4 2 と、端子 1 3 1 および 1 3 2 の延出部 1 3 1 a



および 1 3 2 a とが、重畳 して形成されている。このような冗長構造とする

ことにより、低抵抗化できるとともに、配線の信頼性を高め、歩留まりを向

上させることができる。

[0099] 本実施形態では、X 電極 1 1、Y 電極 1 2 、および端子 1 3 0 ~ 1 3 2 を

、同一材料、同一工程で形成 している。また、配線 1 4 は、表示領域 V と

、表示領域 V 以外の額縁領域に、配線 1 4 0 および 1 4 2 とともに同一材料

、同一工程で形成される。このように、本実施形態によれば、パターニング

の回数を減 らし、製造工程を簡略化することができる。

[01 00] [ 第 2 の実施形態]

タツチパネル付き表示装置 8 は、タツチパネル 1 に代えて、以下に説明す

るタツチパネル 2 ~ 6 のいずれかを備えていても良い。

[01 0 1 ] 図 6 は、本発明の第 2 の実施形態にかかるタツチパネル 2 の、概略構成を

模式的に示す部分破断図である。図 7 は、図 6 におけるA —A ' 線、 B —B

，線、C —C ' 線、 D —D ' 線、 E —E ' 線の各線に沿った断面図である。

タッチパネル 2 は、基板 1 0 、ブラックマ トリクス 1 0 1、平坦化膜 1 0 2

、X 電極 2 、Y 電極 2 2 、端子 2 3 0 ~ 2 3 2 、配線 1 4 3 ， 1 4 4 ， 2

4 0 2 4 2 絶縁膜 1 5 1， 1 5 2 、保護膜 1 6 、カラ一フィルタ 1 7、

および共通電極 1 8 を備えている。

[01 02] タツチパネル 2 は、タツチパネル 1 と比較 して、X 電極、 Y 電極、端子、

および配線の構成が異なつている。タツチパネル 2 では、配線 2 4 0 ~ 2 4

2 は、 X 電極 2 1、丫電極 2 2 、および端子 2 3 0 ~ 2 3 2 よりも下の層に

形成されている。

[01 03] すなわち、タツチパネル 1 では、まず、平坦化膜 1 0 2 の上にX 電極 1 1

、Y 電極 1 2 および端子 1 3 0 ~ 1 3 2 を形成 した （図4 B を参照）。そし

て、その上に、配線 1 4 0 ~ 1 4 2 を形成 した （図4 C を参照）。これに対

し、タツチパネル 2 では、先に配線 2 4 0 ~ 2 4 2 を形成 し、その後にX 電

極 2 1、丫電極 2 2 、および端子 2 3 0 ~ 2 3 2 を形成する。

[01 04] 本実施形態によれば、タツチパネルの構成のバ リエーションが得 られる。



[01 05] [ 第 3 の実施形態 ]

図 8 は、本発明の第 3 の実施形態 にかかるタツチパネル 3 の、概略構成 を

模式的に示す部分破断図である。図 9 は、図 8 における A —A ' 線、 B — B

，線、 C —C ' 線、 D — D ' 線、 E — E ' 線 の各線 に沿 った断面図である。

タツチパネル 3 は、基板 1 0 、 ブラックマ トリクス 1 0 1 、平坦化膜 1 0 2

、 X 電極 1 1、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、配線 1 4 0 ~ 1 4 4 、絶

縁膜 1 5 1 ， 3 5 2 、 カラ一フィル タ 3 7 、 および共通電極 3 8 を備 えてい

る。

[01 06] タ ツチパネル 3 は、 タツチパネル 1 と比較 して、絶縁膜、 カラ一フィル タ

、 および共通電極 の構成が異な っている。 また、 タツチパネル 3 は、 タツチ

パネル 1 が備 える保護膜 1 6 に相 当する構成 を備 えていない。

[01 07] タ ツチパネル 3 では、 タツチパネル 1 が備 える保護膜 1 6 に代 えて、 カラ

—フィル タ 3 7 が基板 1 0 のほぼ全面 に形成 されている。 カラ一フィル タ 3

7 の上 に、共通電極 3 8 が形成 されている。すなわち、 タツチパネル 3 では

、 カラ一フィル タ 3 7 が保護膜の役割 を兼ねている。

[01 08] カラ一フィル タ 3 7 の直下に形成 されている絶縁膜 3 5 2 や配線 1 4 お

よび 1 4 4 等の厚 さによ り、 カラ一フィル タ 3 7 の厚 さは不均一にな ってい

る。具体的には、直下の層が厚 い部分では、 カラ一フィル タ 3 7 の厚 さは薄

くな つている。 カラ一フィル タ 3 7 の厚 さが薄い部分は、彩度が低 くなる。

すなわち、 カラ一フィル タ 3 7 の厚 さが不均一であると、表示 される色味が

不均一になる。

[01 09] タ ツチパネル 3 では、絶縁膜 3 5 2 は、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の第 2

遮光部 1 0 1 b に平面視 において重畳 し、かつ、第 2 遮光部 1 0 1 b の幅 よ

りも狭 く形成 されている。 また、 タツチパネル 1 と同様 に、配線 1 4 は、

表示領域 V においては、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の第 1 遮光部 1 0 1 a と

平面視 において重畳 し、第 1 遮光部 1 0 1 a の幅 よ りも狭 く形成 されている

。配線 1 4 4 は、表示領域 V においては、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の第 2

遮光部 1 0 1 b と平面視 において重畳 し、第 2 遮光部 1 0 1 b の幅 よ りも狭



く形成 されている。

[01 10] したが って、配線 1 4 1 ， 1 4 4 および絶縁膜 3 5 2 によってカラ一フィ

ル タ 3 7 の厚 さが薄 くな つている部分は、 ブラックマ 卜リクス 1 0 1 によつ

て遮蔽 され、観察者 に視認 されない。

[01 11] 本実施形態 によれば、 タツチパネル 1 における保護膜 1 6 の形成 を省略で

きる。 これによ り、製造工程数 を削減で き、歩留 まりを向上 させることがで

きる。

[01 12] なお、本実施形態では、絶縁膜 3 5 が、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の第

2 遮光部 1 0 1 b によ り遮蔽 される構成 を示 した。絶縁膜 3 5 2 が、第 1 遮

光部 1 0 1 a によ り遮蔽 される構成 と しても良い。具体的には、絶縁膜 3 5

を第 1 遮光部 1 0 1 a と平面視 において重畳 し、かつ、第 1 遮光部 1 0 1

a の幅 よ りも狭 く形成すれば良い。

[01 13] [ 第 4 の実施形態 ]

図 1 0 は、本発明の第 4 の実施形態 にかかるタツチパネル 4 の、概略構成

を模式的に示す部分破断図である。図 1 1 は、図 1 0 における A —A ' 線、

B — B ' 線、 C —C ' 線、 D — D ' 線、 E — E ' 線 の各線 に沿 った断面図で

ある。 タツチパネル 4 は、基板 1 0 、 ブラックマ トリクス 1 0 1 、平坦化膜

0 2 、 X 電極 4 、 Y 電極 4 2 、端子 4 3 0 ~ 4 3 2 、配線 4 4 0 4 4

4 、絶縁 1 5 2 ， 4 5 1 、保護膜 1 6 、 カラ一フィル タ 1 7 、 および共通電

極 1 8 を備 えている。

[01 14] タ ツチパネル 4 は、 タツチパネル 1 と比較 して、 X 電極、 Y 電極、端子、

配線、絶縁膜の構成が異な っている。

[01 15] タ ツチパネル 1 では、平坦化膜 1 0 2 の上 にX 電極 1 1 、 Y 電極 1 2 、端

子 1 3 0 ~ 1 3 2 を形成 し （図 4 B を参照）、 その上 に配線 1 4 0 ~ 1 4 2

を形成 した （図 4 C を参照）。 そ して、 その上 に絶縁膜 1 5 1 ， 1 5 2 を形

成 し （図 4 D を参照）、 さ らにその上 に配線 1 4 3 ， 4 4 を形成 した （図

4 E を参照）。 これに対 し、 タツチパネル 4 では、絶縁膜 を形成 した後 にX

電極、 Y 電極、 および端子を形成する。



[01 16] まず、図 1 2 A に示すように、平坦化膜 1 0 2 の上 に、配線 4 4 0 ~ 4 4

2 を形成する。配線 4 4 0 は、 タツチパネル 1 の配線 1 4 0 と同様 に、電磁

ノィズ遮蔽用のシール ド線である。配線 4 4 1 は、 タッチパネル 1 の配線 1

4 と異な り、表示領域 V には形成 されない。一方、配線 4 4 2 は、表示領

域 V に、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の第 2 遮光部 1 0 1 b と重畳 して、第 2

遮光部 1 0 1 b の幅 よ りも狭 く形成 される。表示領域 V に形成 された配線 4

4 2 (配線 4 4 2 a と呼んで参照する） と、表示領域 V 以外の額縁領域 に形

成 された配線 4 4 2 (配線 4 4 2 b と呼んで参照する） とは、繋が っていな

い。

[01 17] 次 に、図 1 2 B に示すように、平坦化膜 1 0 2 および配線 4 4 0 ~ 4 4 2

を覆 って、絶縁膜 4 5 を形成する。絶縁膜 4 5 には、 コンタク 卜ホール

4 5 1 a ~ 4 5 c が形成 されている。 また、配線 4 4 2 a の一部 を覆 って

、絶縁膜 1 5 2 を形成する。

[01 18] 次 に、図 1 2 C に示すように、 X 電極 4 1 、 Y 電極 4 2 、 および端子 4 3

0 4 3 2 を形成する。

[01 19] X 電極 4 1 は、 タツチパネル 1 の X 電極 1 1 と同様、 X 方向に沿 って配置

された複数の島状電極 4 0 か ら構成 されている。 Y 電極 1 2 は、 Y 方向に

沿 って配置 された複数の島状電極 4 2 0 か ら構成 されている。複数の島状電

極 4 1 0 は、 X 方向に互いに繋が っている。一方、島状電極 4 2 0 は、 それ

ぞれ離散 して配置 されている。

[01 20] Y 方向の島状電極 4 2 0 は、配線 4 4 2 a によって互いに電気的に接続 さ

れている。 X 電極 4 1 と配線 4 4 2 a とは、絶縁膜 1 5 2 によって絶縁 され

ている。

[01 2 1 ] タ ツチパネル 1 と同様 に、 X 電極 4 と端子 4 3 とは、連続 して一体的

に形成 されている。一方、 Y 電極 4 2 と端子 4 3 2 とは、繋が っていない。

[01 22] 端 子 4 3 1 と配線 4 4 1 とは、 コンタク トホール 4 5 1 a および 4 5 1 c

によ り電気的に接続 されている。同様 に、端子 4 3 2 と配線 4 4 2 b とは、

コンタク トホール 4 5 1 b および 4 5 1 c によ り電気的に接続 されている。



端子 4 3 0 と配線 4 4 0 とは、 コンタク トホール 4 5 1 c によ り電気的に接

続 されている。

[01 23] 次 に、図 1 2 D に示すように、配線 4 4 3 および 4 4 4 を形成する。

[01 24] 配線 4 4 3 は、端子 4 3 に一部重畳 して形成 されている。配線 4 4 3 は

、 X 電極 4 1 の複数の島状電極 4 0 と接するように形成 されている。配線

4 4 3 は、表示領域 V においては、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の第 1 遮光部

1 0 1 a と平面視で重畳 して、第 1 遮光部 1 0 1 a の幅 よ りも狭 く形成 され

ている。

[01 25] 配線 4 4 4 は、端子 4 3 2 とY 電極 4 2 とに一部重畳 して形成 され、端子

4 3 2 とY 電極 4 2 とを電気的に接続 している。

[01 26] 本実施形態 にかかるタツチパネル 4 の構成 によれば、配線 4 4 2 a が、 Y

電極 4 2 の複数の島状電極 4 2 0 に接 して形成 されている。 また、配線 4 4

3 が、 X 電極 4 1 の複数の島状電極 4 0 に接 して形成 されている。 これに

よ り、 X 電極 4 1 および Y 電極 4 2 の導電性 を高め、感度 を向上 させること

がで きる。

[01 27] タ ツチパネル 1 と同様、配線 4 4 2 および 4 4 3 は、 ブラックマ トリクス

1 0 によって遮蔽 され、観察者か ら視認 されず、表示装置 8 の開口率 を低

下させない。

[01 28] また、複数の島状電極 4 0 、 および端子 4 3 は、連続 して一体的に形

成 されている。 さ らに、配線 1 4 1 および 1 4 3 によって電気的に接続 され

ている。 このような冗長構造 とすることによ り、低抵抗化で きるとともに、

配線の信頼性 を高め、歩留 まりを向上 させることがで きる。

[01 29] 表示領域 V 以外の額縁領域 においても、端子 4 3 と配線 4 4 とが冗長

構造 にな っている。同様 に、端子 4 3 と配線 4 4 2 b とが冗長構造 にな つ

ている。 これによ り、低抵抗化で きるとともに、配線の信頼性 を高め、歩留

まりを向上 させることがで きる。

[01 30] 本実施形態では、 タツチパネル 1 と同様 に、配線 4 3 0 ， 4 3 1 ， 4 3 2

a および 4 3 2 b を、 同一材料、同一工程で形成することがで きる。 これに



よ り、パ ターニ ング回数 を減 らし、製造工程 を簡略化することがで きる。

[01 3 1 ] [ 第 5 の実施形態 ]

図 1 3 は、本発明の第 5 の実施形態 にかかるタツチパネル 5 の、概略構成

を模式的に示す部分破断図である。図 1 4 は、図 1 3 における A —A ' 線、

B — B ' 線、 C —C ' 線、 D — D ' 線、 E — E ' 線 の各線 に沿 った断面図で

ある。 タツチパネル 5 は、基板 1 0 、 ブラックマ トリクス 1 0 1 、平坦化膜

0 2 、 X 電極 1 1 、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、配線 1 4 0 ， 1 4

1 ， 5 4 0 , 5 4 2 5 4 4 絶縁 1 5 2 ， 5 5 1 、保護膜 1 6 、 カラ一フ

ィル タ 1 7 、 および共通電極 1 8 を備 えている。

[01 32] タ ツチパネル 5 は、 タツチパネル 1 と比較 して、配線 および絶縁膜の構成

が異な っている。

[01 33] 図 1 5 A は、 タツチパネル 5 の構成か ら、基板 1 0 、 ブラックマ トリクス

1 0 1 、平坦化膜 1 0 2 、 X 電極 1 1 、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、

および配線 1 4 0 ， 1 4 1 、 5 4 2 を抜 き出 して示 した図である。 タツチパ

ネル 1 の構成 （図 4 C を参照） と比較すると、 タツチパネル 5 は、 タツチパ

ネル 1 が備 える配線 1 4 に代 えて、配線 5 4 を備 えている。

[01 34] 配線 5 4 2 は、配線 1 4 2 と同様 に、端子 1 3 2 と一部重畳 して形成 され

ている。配線 5 4 2 はさ らに、表示領域 V に、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の

第 2 遮光部 1 0 1 b と重畳 して、第 2 遮光部 1 0 1 b の幅 よ りも狭 く形成 さ

れている。表示領域 V に形成 された配線 5 4 2 (配線 5 4 2 a と呼んで参照

する）は、配線 1 4 と接触 しないように、離散的に形成 されている。 また

、配線 5 4 2 a と、表示領域 V 以外の額縁領域 に形成 された配線 5 4 2 (配

線 5 4 2 b と呼んで参照する） とは、繋が っていない。

[01 35] 配線 1 4 0 ， 1 4 1 および 5 4 2 は、 タツチパネル 1 における配線 1 4 0

~ 1 4 2 の場合 と同様 に して、同一材料で、同一工程で形成することがで き

る。 タツチパネル 1 と同様 に、配線 1 4 0 ， 1 4 1 および 5 4 2 を形成 した

後、絶縁膜 1 5 および 5 5 を形成する。 その後、配線 5 4 0 、 5 4 3 お

よび 5 4 4 を形成する。



[01 36] 図 1 5 B は、 タツチパネル 5 の構成か ら、配線 5 4 0 ， 5 4 3 および 5 4

4 を抜 き出 して示 した図である。なお、図 1 5 B では、基板 1 0 と絶縁膜 5

5 の位置を破線で示 している。

[01 37] 図 1 5 B に示すように、配線 5 4 3 は、表示領域 V に形成 された配線 5 4

3 a と、表示領域 V 以外の額縁領域 に形成 された配線 5 4 3 b とか ら構成 さ

れる。配線 5 4 3 a と 5 4 3 b とは、連続 して一体的に形成 されている。

[01 38] 配線 5 4 3 a は、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の第 1 遮光部 1 0 1 a と平面

視で重畳 して、第 1 遮光部 1 0 1 a の幅よりも狭 く形成 されている。配線 5

4 3 a は、配線 5 4 4 と接触 しないように、離散的に形成 されている。

[01 39] 配線 5 4 3 b は、配線 1 4 と平面視で重畳するように形成 されている。

配線 5 4 3 b と 1 4 1 とは、絶縁膜 5 5 に形成 されたコンタク 卜ホール 5

5 a および 5 5 c を介 して、電気的に接続 されている。

[0140] 配線 5 4 4 は、表示領域 V に形成 された配線 5 4 4 a と、表示領域 V 以外

の額縁領域 に形成 された配線 5 4 4 b とか ら構成 される。配線 5 4 4 a と 5

4 4 b とは、連続 して一体的に形成 されている。

[0141 ] 配線 5 4 4 a は、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の第 2 遮光部 1 0 1 b と平面

視で重畳 して、第 2 遮光部 1 0 1 b の幅よりも狭 く形成 されている。図 1 5

B には図示 していないが、配線 5 4 4 a は、絶縁膜 1 5 2 の上を経由 して、

Y 電極 1 2 上の配線 5 4 2 a に接するように形成 されている。

[0142] 配線 5 4 4 b は、配線 5 4 2 b と平面視で重畳するように形成 されている

。配線 5 4 4 b と 5 4 2 b とは、絶縁膜 5 5 に形成 されたコンタク 卜ホ一

ル 5 5 b および 5 5 c を介 して、電気的に接続 されている。

[0143] 配線 5 4 0 は、配線 1 4 0 と平面視で重畳するように形成 されている。配

線 5 4 0 は、配線 5 4 4 と接触 しないように、離散的に形成 されている。配

線 5 4 0 と配線 1 4 0 とは、絶縁膜 5 5 に形成 されたコンタク トホール 5

5 c を介 して、電気的に接続 されている。

[0144] なお、配線 5 4 0 ， 5 4 3 および 5 4 4 は、 タツチパネル 1 における配線

1 4 3 および 1 4 4 と同様 に して、同一材料、同一工程で形成することがで



きる。

[0145] 本実施形態にかかるタツチパネル 5 の構成によれば、配線 1 4 1 が、X 電

極 1 1 の複数の島状電極 1 1 0 に接 して形成されている。また、配線 5 4 4

が、 Y 電極 1 2 の複数の島状電極 1 2 0 に接 して形成されている。これによ

り、X 電極 1 1 およびY 電極 1 2 の導電性を高め、感度を向上させることが

できる。

[0146] 本実施形態では、さらに、配線 1 4 に平面視で一部重畳 して、配線 5 4

3 a が形成されている。これにより、X 電極 1 1、配線 1 4 1 および 5 4 3

a による3 重の冗長構造が形成されている。同様に、配線 5 4 4 b に平面視

で一部重畳 して、配線 5 4 2 b が形成されている。これにより、 Y 電極 1 2

、配線 5 4 2 b および 5 4 4 b による3 重の冗長構造が形成されている。

[0147] 表示領域 V 以外の額縁領域においても、互いに電気的に接続された、端子

1 3 1、配線 1 4 1 および配線 5 4 3 b が平面視で重畳 して形成され、 3 重

の冗長構造が形成されている。同様に、互いに電気的に接続された端子 1 3

2 、配線 5 4 2 および 5 4 4 b が平面視で重畳 して形成され、 3 重の冗長構

造が形成されている。また、互いに接続された配線 1 4 0 と5 4 0 とが、平

面視で重畳 して形成され、冗長構造が形成されている。

[ 0 148] このような冗長構造とすることにより、タツチパネル 1 と比較 して、さら

に低抵抗化が可能であり、さらに配線信頼性を高め、歩留まりを向上させる

ことができる。

[0149] タツチパネル 1 と同様、配線 1 4 1， 5 4 2 a , 5 4 3 a および 5 4 4 a

は、ブラックマ トリクス 1 0 1 によって遮蔽され、観察者から視認されず、

表示装置 8 の開口率を低下させない。

[01 50] 本実施形態では、配線 1 4 0 ， 1 4 1 および 5 4 2 を、同一材料、同一ェ

程で形成することができる。また、配線 5 4 0 ， 5 4 3 および 5 4 4 を、同

—材料、同一工程で形成することができる。これにより、パターニング回数

を減 らし、製造工程を簡略化することができる。

[ 0 15 1] [ 第 6 の実施形態]



図 1 6 は、本発明の第 6 の実施形態 にかかるタツチパネル 6 の、概略構成

を模式的に示す部分破断図である。図 1 7 は、図 1 6 における A —A ' 線、

B — B ' 線、 C —C ' 線、 D — D ' 線、 E — E ' 線 の各線 に沿 った断面図で

ある。 タツチパネル 6 は、基板 1 0 、 ブラックマ トリクス 1 0 1 、平坦化膜

0 2 、 X 電極 1 1 、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、配線 1 4 0 ~ 1 4

2 , 6 4 3 ， 6 4 4 、絶縁膜 6 5 0 、保護膜 1 6 、 カラ一フィル タ 1 7 、 お

よび共通電極 1 8 を備 えている。

[01 52] タ ツチパネル 6 は、 タツチパネル 1 と比較 して、配線 および絶縁膜の構成

が異な っている。

[01 53] タ ツチパネル 6 では、図 1 6 に示すように、絶縁膜 6 5 0 は、平坦化膜 1

0 2 、 X 電極 1 1 、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、配線 1 4 0 ~ 1 4 2

のほぼ全体 を覆 って形成 されている。絶縁膜 6 5 0 には、 コンタク トホール

6 5 0 a ~ 6 5 0 e が形成 されている。

[01 54] 絶縁膜 6 5 0 の上 に、配線 6 4 3 および 6 4 4 が形成 されている。配線 6

4 3 は、 コンタク 卜ホール 6 5 0 a および 6 5 0 c を介 して、配線 1 4 と

電気的に接続 されている。配線 6 4 4 は、 コンタク トホール 6 5 0 b および

コンタク 卜ホール 6 5 0 d を介 して、配線 1 4 2 および Y 電極 1 2 に接 して

いる。 これによ り、 Y 電極 1 2 、配線 1 4 2 および 6 4 4 は、相互 に電気的

に接続 されている。

[01 55] 配線 6 4 4 はさ らに、 コンタク トホール 6 5 0 e を介 して、 Y 電極 1 2 の

複数の島状電極 1 2 0 に接 している。 これによ り、複数の島状電極 1 2 0 と

配線 6 4 4 とが、相互 に電気的に接続 されている。配線 6 6 4 は、表示領域

V において、 ブラックマ トリクス 1 0 1 の第 2 遮光部 1 0 1 b に重畳 し、第

2 遮光部 1 0 1 b の幅 よ りも狭 く形成 されている。

[ 0 156] 本実施形態 によれば、 タツチパネルの構成のバ リエーシ ョンが得 られる。

[ 0 157] [ 第 7 の実施形態 ]

図 1 8 は、本発明の他の実施形態 にかかるタツチパネル付 き表示装置 9 の

概略構成 を示す断面図である。 タツチパネル付 き表示装置 9 は、 タツチパネ



ル 7 と、 T F T 基板 9 1 と、偏光板 8 2 および 8 3 と、 シール材 8 4 と、液

晶 8 5 とを備 えている。

[01 58] 図 1 9 は、本発明の第 7 の実施形態 にかかるタツチパネル 7 の概略構成 を

示す部分破断図である。図 2 0 は、図 1 9 における A _ Α ' 線、 B — B ' 線

、 C - 線、 D — D ' 線、 E — E ' 線 の各線 に沿 った断面図である。 タツ

チパネル 7 は、基板 1 0 、 ブラックマ トリクス 1 0 1 、平坦化膜 1 0 2 、 X

電極 1 1 、 Y 電極 1 2 、端子 1 3 0 ~ 1 3 2 、配線 1 4 0 ~ 1 4 4 、絶縁膜

5 1 , 1 5 2 、保護膜 1 6 、 および共通電極 7 8 を備 えている。

[01 59] タ ツチパネル 7 は、 タツチパネル 1 と比較 して、 カラ一フィル タ 1 7 に相

当する構成 を備 えていない点で異なる。 タツチパネル 7 では、共通電極 7 8

は、保護膜 1 6 の上 に形成 されている。

[01 60] 再 び図 1 8 を参照 して、 T F T 基板 9 は、基板 8 と、画素電極 8

2 と、 カラ一フィル タ 9 1 3 とを備 えている。

[01 6 1 ] すなわち、 タツチパネル付 き表示装置 9 は、 カラ一フィル タを、 T F T 基

板側 に形成 した構成である。

[ 0 162] 本実施形態 によれば、 タツチパネル側の製造工程 を簡略化で きる。 これに

よ り、 タツチパネル 7 の歩留 まりを向上 させることがで きる。

[01 63] [ その他の実施形態 ]

以上、本発明についての実施形態 を説明 したが、本発明は上述の各実施形

態のみに限定されず、発明の範囲内で種 々の変更が可能である。 また、各実

施形態は、適宜組み合わせて実施することが可能である。

産業上の利用可能性

[ 0 164] 本発明は、静電容量方式のタツチパネルおよびタツチパネル付 き表示装置

と して産業上の利用が可能である。



請求の範囲

絶縁性の基板 と、

第 1 方向に沿 って形成 された第 1 遮光部 と、

前記第 1 方向 と交差する第 2 方向に沿 って形成 された第 2 遮光部 と

前記第 1 方向に沿 って配置 された複数の第 1 島状電極 と、

前記第 2 方向に沿 って配置 された複数の第 2 島状電極 と、

前記複数の第 1 島状電極 に接 して、前記第 1 方向に沿 って形成 され

た第 1 金属膜 と、

前記複数の第 2 島状電極 に接 して、前記第 2 方向に沿 つて形成 され

た第 2 金属膜 と、

少な くとも前記第 1 および第 2 金属膜が平面視 において交差する箇

所 に形成 され、前記第 1 および第 2 金属膜 を相互 に絶縁する絶縁膜 と

を備 え、

前記第 1 金属膜 は、前記第 1 遮光部 と平面視 において重畳 し、前記

第 1 金属膜の幅は前記第 1 遮光部の幅 よ りも狭 く、

前記第 2 金属膜 は、前記第 2 遮光部 と平面視 において重畳 し、前記

第 2 金属膜の幅は前記第 2 遮光部の幅 よ りも狭 く、

前記第 1 および第 2 島状電極 は、透明導電膜で形成 されている、 タ

ツチパネル。

前記第 1 および第 2 遮光部 は、前記基板上 に形成 され、

前記第 1 および第 2 遮光部、な らびに前記基板 を覆 って形成 された

平坦化膜 をさ らに備 える、請求項 1 に記載のタツチパネル。

前記複数の第 1 島状電極 は、前記第 1 方向において、相互 に繋が つ

ている、請求項 1 または 2 に記載のタツチパネル。

前記第 1 金属膜 は、前記第 1 島状電極 よ り上層で、かつ、前記絶縁

膜 よ り下層 に形成 され、

前記第 2 金属膜 は、前記第 2 島状電極 および前記絶縁膜 よ り上層 に



形成 されている、請求項 1 ~ 3 のいずれか一項 に記載のタツチパネル

[ 請求項 5] 前記第 1 金属膜 は、前記第 1 島状電極 および前記絶縁膜 よ り下層 に

形成 され、

前記第 2 金属膜 は、前記第 2 島状電極 および前記絶縁膜 よ り上層 に

形成 されている、請求項 1 ~ 3 のいずれか一項 に記載のタツチパネル

[ 請求項 6] 前記第 1 金属膜 は、前記第 1 島状電極 および前記絶縁膜 よ り上層 に

形成 され、

前記第 2 金属膜 は、前記第 2 島状電極 および前記絶縁膜 よ り下層 に

形成 されている、請求項 1 ~ 3 のいずれか一項 に記載のタツチパネル

[ 請求項7] 前記第 1 島状電極 および前記第 1 金属膜の少な くとも一方 と接 して

、前記第 1 遮光部 と平面視で重畳する箇所 に、前記第 1 遮光部 よ り狭

い幅で形成 された第 3 金属膜 をさ らに備 える、請求項 1 ~ 6 のいずれ

か一項 に記載のタツチパネル。

[ 請求項8] 前記第 2 島状電極 および前記第 2 金属膜の少な くとも一方 と接 して

、前記第 2 遮光部 と平面視で重畳する箇所 に、前記第 2 遮光部 よ り狭

い幅で形成 された第 4 金属膜 をさ らに備 える、請求項 1 ~ 7 のいずれ

か一項 に記載のタツチパネル。

[ 請求項 9] 前記絶縁膜 は、前記第 1 および第 2 島状電極 を覆 って形成 され、前

記第 1 島状電極 と前記第 1 金属膜 と、 および前記第 2 島状電極 と前記

第 2 金属膜 と、の少な くとも一方 を接続するための開口部 を有する、

請求項 1 ~ 8 のいずれか一項 に記載のタツチパネル。

[ 請求項 10] 前記第 1 および第 2 金属膜の少な くとも一方 と同一材料で形成 され

た配線 をさ らに備 える、請求項 1 ~ 9 のいずれか一項 に記載のタツチ

パネル。

[ 請求項 11] 前記配線 と接 して、前記配線 と平面視 において重畳する箇所 に形成



された透明導電膜 をさ らに備 える、請求項 1 0 に記載のタツチパネル

[ 請求項 12 ] 前記配線 と電気的に接 して、前記配線 と異なる層 に形成 された第 5

金属膜 をさ らに備 える、請求項 1 0 または 1 1 に記載のタツチパネル

[ 請求項 13 ] カラ一フィル タ層 をさ らに備 える、請求項 1 ~ 1 2 のいずれか一項

に記載のタツチパネル。

[ 請求項 14] 前記絶縁膜 は、前記第 1 方向の幅が前記第 2 遮光部の幅 よ りも小さ

し、、 または、前記第 2 方向の幅が前記第 1 遮光部の幅 よ りも小さい、

請求項 1 3 に記載のタツチパネル。

[ 請求項 15 ] 請求項 1 ~ 1 4 のいずれか一項 に記載のタツチパネル と、

前記 タツチパネル に形成 された共通電極 と、

前記 タツチパネル に対向 して配置 された薄膜 トランジスタ基板 と、

前記 タツチパネルおよび前記薄膜 トランジスタ基板 に挟持 された液

晶 とを備 える、 タツチパネル付 き表示装置。

[ 請求項 16 ] 前記薄膜 トランジスタ基板 は、酸化ィンジゥ厶ガ リゥ厶亜鉛 を含む

酸化物半導体層 を有する、請求項 1 5 に記載のタツチパネル付 き表示

装置。
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